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Abstract of DE1 951 51 59 

On the inner core (1) at the required electric connecting points by electrical precipitation, or by 
differential etching from a thick metal foil, protruding hemispherical, pyramidal, frusto-conical etc. mills 
(3) are formed.At least one insulating layer (4) and a conductive layer (5) are provided for contacting of 
the inner bi- or multilayer core (1) to the outer conductive layers of the multilayer circuit, using the layer 
lamination. The mills penetrate the insulating layer to provide an electric connection to the conductive 
layer located above the insulating one. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

(§2) Verbindungsanordnung und Verfahren zur Herstellung einer Verbindungsanordnung fur 
Multilayer-Schaltungen 

(§) Die Erf indung betrifft sine Verbindungsanordnung und ein 
Verfahren zur Herstellung elner derartigen Verbindungsan- 
ordnung fur Multilayer-Schaltungen. Zur Kontaktierung ei- 
nes innenliegenden Bilayer- Oder Multiiayerkerns hin zu 
aufieren Leitschichten wird mindestens eine aufschmelzen- 
de Isolierschicht und mindestens eine Leitschicht mittels 
Vakuumlaminierens aufgebracht. Spezielie Kontakthugel 
durchdrlngen die Isolierschicht wahrend des Aufschmelzens 
und es entsteht eine Verbindung mit der uber der Isolier- 
schicht befind lichen Leitschicht. Mit der Anordnung bzw. 
dem zugehorigen Verfahren konnen innenliegende Verbin- 
dungen ausgehend von einem innenliegenden durchkontak- 
tierten Bi- oder Multilayer zu auSeren Leitschichten oder 
Signalebenen realisiert werden. Es ist nicht mehr erforder- 
£ lich, beispielsweise mittels Bohren Sacklocher einzubringen. 
Die speziell ausgebildeten Kontakthugel bzw. Bumps besit- 
zen beispielsweise einen Durchmesser von im wesentJichen 
0,2 mm und eine Hone von £ 30 jtm. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung sches Aufwachsen oder mittels Differenzatzung aus ei- 

ner stirkeren Metallfolie oder -schicht ausgebildet. 

Die Erfindung betrifft eine Verbindungsanordnung Mindestens zwei mit gegenuberliegenden HQgeln 

fQr Multilayer-Schaltungen gemafl dem Oberbegriff des versehene Signalebenen mussen dann zueinander posi- 

Patentanspruches 1 bzw. 2 und ein Verfahren zur Her- 5 tioniert werden, wobei zwischen den Signalebenen vor- 

stellung derartiger Verbindungsanordnungen. vernetzte Epoxid-Klebefolien, sogenannte Prepregs, 

Aufgrund der verstarkten Anwendung oberflachen- eingebracht sind. Diese werden dann mittels eines 

montierbarer Bauelemente und einer hdheren Integra- Druck-Temperatur-Zeitprozesses verpreBt Hierbei 

tionsrate auf Baugruppenebene ist es bei der Fertigung werden die Epoxid-Klebefolien durchstoBen, wobei sich 

elektronischer Baugruppen auf der Basis gedruckter 10 gleichzeitig ein Kontakt zwischen den sich gegenQber- 

Schaltungenerforderlich,inrationellerWeisemehrlagi- liegenden Htigeln ausbildet. Hierdurch entsteht ein 

ge Leiterplatten, sogenannte Multilayer herstellen zu Multilayer, der innere Verbindungen aufweist, ohne daB 

konnen, welche fertigungstechnisch leicht realisierbare ein Bohren mit nachtraglichem Ausbilden eines galvani- 

und hinsichtlich der Lebensdauer qualitativ hochwerti- schen Kontaktes erforderlich ist Der Nachteil einer 

ge, innere Verbindungen aufweisen. 15 derartigen Anordnung besteht jedoch darin, daB die ge- 

Es ist bekannt, daB die begrenzten AuBenflachen der genfiberliegenden Hugel exakt positioniert sein mussen 

verwendeten Schaltungspads eine Verlegung der elek- und daB eine Kontaktierung zu auBenliegenden Leit- 

trischen Verbindungen in das Innere viellagig aufgebau- bahnen bzw. Signalebenen nicht moglich ist 

ter Multilayer erfordern. Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Verbin- 

Der Stand der Technik bei der Ausbildung derartiger 20 dungsanordnung fQr Multilayer-Schaltungen und ein 

vertikaler Kontakte, die Verbindungen zwischen einer Verfahren zur Herstellung derartiger Verbindungsan- 

oder mehreren Ebenen herstellen ist dadurch gekenn- ordnungen vorzuschlagen, welche bzw. welches es ge- 

zeichnet, daB selbige durch eine Durchgangsbohrung stattet, in einfacher Weise auf Sacklochbohrungen zu 

oder eine Sacklochbohrung erfolgen, welche anschlie- verzichten und eine Kontaktierung von einem innenlie- 

Bend metallisiert wird Mit der Metallisierung kann 25 genden Kern zu auBenliegenden Leitbahnen mit gerin- 

dann gleichzeitig eine Ankontaktierung der entstehen- gem technologischem Aufwand vorzunehmen. 

den Hfllse mit der jeweiligen Signal- bzw. Leiterebene Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit 

realisiert werden. Besonders kritisch ist die Ausbildung einem Gegenstand nach den Merkmalen der Patentan- 

von sogenannten Sackloch-Multilayern, welche auf ei- spriiche 1 oder 2 bzw. 5, wobei die UnteransprUche 

nem Lotauge der ersten oder der zweiten Innenlage 30 mindestens zweckmaBige Ausgestaltungen und Weiter- 

enden. Die hierfQr notwendigen Sacklochbohrungen bildungen des Grundgedankens der Erfindung zeigea 

mussen sehr prazise und mit hoher Produktivitat mit Dieser Grundgedanke der Erfindung besteht darin, 

entsprechenden Tiefentoleranzen hergestellt werden, auf einem innenliegenden Kern an entsprechenden 

was in der Serienfertigung erhebliche technologische Kontaktierungsstellen speziell geformte Hflgel, z. B. 

Probleme nach sich zieht 35 galvanisch, aufzuwachsen, wobei diese Hugel dann bei 

Aus der DE-PS 38 43 528 ist es bekannt, eine Innenla- der Laminierung eine aufschmelzende Isolationsschicht 

ge fur Sackloch-Multilayer dadurch herzustellen, daB hin zu einer darQberliegenden Leitschicht durchstoBen 

dunne hochduktile Kupferfolien gegen eine mit erhabe- und die Leitschicht an vorgesehenen Stellen kontaktie- 

nen Flachen im gewflnschten Kontaktmuster versehene ren. 

Fiache geprSgt und die entstehenden PrUgedrucke mit 40 Alternativ kann die iuBere, Qber der Isolierschicht 

einem warmeaushartenden Harz ausgef iillt werdea Das befindliche Leitschicht an den Kontaktstellen freigeatzt 

sich dann ausbildende Laminat mit erhabenen Stellen oder auch vollstandig entfernt werden, um mit einem 

kann als erste Innenlage in einem Sackloch-Multilayer darauffolgenden Schritt eine stromlose Ankontaktie- 

verwendet werdea Da in einem derart ausgebildeten rung zwischen dem HQgel und dem umgebenden, freige- 

Multilayer das anzubohrende LStauge dicht unter der 45 atzten Bereich der auBeren Leitschicht bzw. weiteren 

Oberflache liegt, verringert sich die Gefahr einer Kon- inneren Leitschichten vorzunehmen. 

taktierung mit einer darunterliegenden Innenlage. Un- Mit der Erfindung ist es mdglich, auch innere Lagen 

abhangig von der erweiterten Tiefentoleranz ist als eines Multilayers einer BestQckung mit eiektronischen 

nachfolgender technologischer Schritt neben dem Boh- Bauteilen zuganglich zu machen und eine mehrlagige 
ren eine Verbindungs- bzw. Kontaktmetallisierung er- 50 Verschaltung mehrerer derartig vergrabener Bauele- 

forderiich. Dabei ist die vorstehend beschriebene L6- mente bzw. Chips vorzunehmen. 

sung insbesondere fOr sehr kleine, im Zuge der Miniatu- Bei der Verbindungsanordnung gemaB Erfindung fur 

risierung wunschenswerte innere Kontakte und Verbin- Chip-In-Board-Strukturen werden galvanisch Hiigel ab- 

dungen, verfahrenstechnisch aufwendig und technolo- geformt Wahrend des Laminierens der Einzelsubstrate 
gisch schwer beherrschbar. Zusatzlich wirkt sich eine 55 zu Multilayern durchdringen diese Htigel das Dielektri- 

Lochwandmetaliisierung als Leitungsdiskontinuitat ne- kum (Prepreg) benachbarter Substrate, wodurch Kon- 

gativ auf die zu Qbertragende Signalform aus. takt zur gegenaberliegenden Leitungsebene hergestellt 

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 91 02 817^ wird. 

ist eine innenliegende Verbindung zum Aufbau von Die Hugel bestehen in einer AusfQhrungsform aus 
Multilayer-Schaltungen bekannt, wobei auf einem Tra- 60 einer Sandwichanordnung eines Kupferrumpfes und ei- 

germaterial Signalnetze bzw. Leiterebenen entspre- ner SnPb-Kappe. Die Kontaktpads der Gegenseite, auf 

chend der Schaltungsstruktur angeordnet sind die die Hflgei verpreBt werden, sind zweckmaBigerwei- 

Bei der dort gezeigten Ldsung werden an den Enden se vergoldet Hierdurch entstehen PreBschweiBverbin- 

des lateralen, entsprechend der Schaltungsstruktur auf dungen, die aufgrund des Schrumpfprozesses wahrend 
einem Tragermaterial realisierten Signalnetzes an der 65 des Laminierens mit einer permanenten Kontaktkraft 

Stelle, wo innere Verbindungen schaltungstechnisch er- beaufschlagt werden. 

forderlich sind, hervorstehende, halbkugel-, pyramiden-, In diesem Sinne lassen sich vorbestQckte Schaltungen 

oder pyramidenstumpffdrmige Hugel durch galvani- in COB-, TAB- oder Flip-Chiptechnik in einen Hohl- 
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raum eines Multilayerkerns kontaktieren. 

ZusammengefaBt ermSglicht die Erfindung mittels 
der Kontakthugel, eine aufschmelzende Isolierschicht 
zu QberbrQcken, wodurch sich eine Verbindung zu einer 
auBenliegenden Leitschicht ausbilden kann. Dieser Ver- 
fahrensschritt findet wahrend des ohnehin notwendigen 
Laminierens der Leitschicht und der Isolierschicht zur 
Ausbildung des Multilayers statt. AnschiieSend kann die 
auBere, uber der Isolierschicht befindliche Leitschicht 
wie vorbeschrieben an den Kontaktstellen freigelegt 
und entfernt werden, urn eine entsprechende AuBen- 
Ankontaktierung vomehmen zu kdnnen. 

Die Erfindung soil nunmehr anhand von Ausffih- 
rungsbeispielen und unter Zuhilfenahme von Figuren 
naher erlautert werden. 

Die Fig. 1 zeigt hierbei einen Querschnitt durch eine 
viellagige, mit einer innenliegenden Durchkontaktie- 
rung versehenen Multilayer-Struktur; 

Fig. 2 einen Querschnitt der Verbindungsanord- 
nungsbestandteile vor dem Laminieren und 

Fig. 3 Schliffe durch Verbindungskontakte nach ei- 
nem Ausffihrungsbeispiel. 

Der innenliegende Kern t bzw. die innenliegende 
Kernschaltung ist beim gezeigten Ausfuhrungsbeispiel 
als Bilayer gefertigt, d. h. er weist zweiseitig vorhandene 25 
Leitbahnen auf, die mit Durchkontaktierungen 2 verse- 
hen bzw. verbunden sind. 

Fur die Hersteilung innenliegender Kerne bzw. Kern- 
schaltungen 1 sind die im folgenden naher beschriebe- 
nen Verfahren geeignet 

In einem ersten Ausfflhrungsbeispiel wird auf einen 
fertig bearbeiteten Bilayer oder Multilayer eine chemi- 
sche Schicht, z. B. Kupfer, zur Schaffung einer zusam- 
menhangenden Ableitfiache zum Rand hin abgeschie- 
den. 

Nachdem ein Fotoresist aufgebracht und an den aus- 
zubildenden Hugelkontaktfiachen wieder entfernt wur- 
de, kdnnen die Hiigel 3 nun in einem galvanischen Me- 
tallisierungsschritt an den vom Fotoresist befreiten Stel- 
len ausgebildet werden. 

Nach dem Entfernen der Fotomaske wird die zusam- 
menhangende Ableitfiache in einem DifferenzStzschritt 
wieder entfernt. 

In einem weiteren Ausfflhrungsbeispiel wird der typi- 
scherweise beidseitig mit im wesentlichen 18 |im bzw. 
35 inn Kupferfolie kaschierte Kern so weit vorgeatzt, 
daB nur eine dunne Kupferschicht von weniger als im 
wesentlichen 3-5 p.m erhalten bleibt Auf dieser 
Schicht wird hintereinander jeweils in einer Fotomaske 
das Leiterbild (Pattern Plating) und dann das Hflgelbild 50 
abgeschieden. 

Nach dem Entfernen der Fotomasken wird die dunne 
Kupferschicht in Differenz zum Leiterbild und Hugel- 
bildgeatzt 

GemaB einem dritten Ausfilhrungsbeispiel liegt der 55 
kupferkaschierte Kern bereits mit metallisierten Durch- 
kontaktierungen vor (Panel Plating). 

In diesem Zustand wird ein positiv arbeitender Foto- 
resist aufgebracht. Mit einer Doppelbelichtung werden 
zuerst die HQgelstrukturen zur galvanischen Abfor- 
mung freigelegt und anschlieBend die Kanale zwischen 
den Leiterbahnen zum Ausatzen. 

Auf den Hflgeln wird zum AbschluB eine dunne Me- 
tallschicht abgeschieden, die gegen das Atzmittel resi- 
stent ist, beispielsweise Nickel oder Gold. Nach dem 
Abldsen des Fotoresist ist der Kern fertig zum Laminie- 
ren mit Isolationsschicht und Kupferfolie. 

Wie vorstehend geschildert, werden also Hiigel 3 mit 
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einer vorzugsweise halbkugel-, pyramiden- oder pyra- 
midenstumpffarmigen Form ausgebildet. 

AnschlieBend wird der Multilayer mit einer Kupferfo- 
lie und einem isolierenden Trager verpreflt Die Kupfer- 
folie besitzt beispielsweise eine Dicke von 5 \im und die 
Dicke des Isoliertragers betragt 70 \im. Der Isoliertra- 
ger bzw. die Isolierschicht 4, welche gleichzeitig als La- 
minatklebefolie dient, wird beim Verpressen von den 
Hugeln 3 durchstoBen, wobei diese in Kontakt mit der 
dariiberliegenden Leitbahn 5 bzw. Kupferfolie treten. 

In einer weiteren Ausfiihrungsform des Verfahrens 
wird nach dem ProzeB des Laminierens bzw. Pressens 
zum Multilayer ein Atzschritt eingefflgt Dabei wird die 
auBenliegende Leitschicht 5 an den Kontakthiigeln 3 
geoffnet, beispielsweise mit einem geringfflgig groBeren 
Umfang als die Kontakthugel 3 selbst Dann wird fiber 
eine stromlose galvanische Abscheidung eine Verbin- 
dungsschicht 6 zwischen f reigelegten Hfigeln 3 und Leit- 
schicht 5 aufgebracht 

Im letzteren Fall erstreckt sich die Verbindungs- 
schicht 6 auch uber einen Bereich der aufschmelzenden 
Isolierschicht 4. Durch die VergroBerung der Struktur 
im Vergleich zu den Kontakthiigeln 3 lassen sich Bear- 
beitungstoleranzen bei groBformatigen Schaltungen 
ausgleichen. Wenn dies nicht notwendig ist, wird die 
auBenliegende Leitschicht 5 an den Kontakthugeln 3 mit 
einem geringfugig kleineren Umfang als die Kontakthu- 
gel ge6ffnet Die galvanische Verbindung zwischen 
Kontakthiigel 3 und Leitschicht 5 bleibt erhalten, da der 
Hiigel 3 gegen das Atzmittel resistent ist Alternativ 
kann fGr diesen Arbeitsgang bei uberhdht ausgebildeten 
Hugeln 3 auch ein Schleif- und Poliervorgang zur Besei- 
tigung der Leitschicht 5 uber den HOgeln angewendet 
werden. 

Die Verbindungsschicht 6 zwischen Hiigel 3 und Leit- 
schicht 5 wird in diesem Fall nach einem Reinigungs- 
schritt galvanisch aufgebracht. 

Im folgenden ist der prinzipieile Verfahrensablauf zur 
Ausbildung der Verbindungsanordnung fur Multilayer- 
Schaltungen dargestellt: 

1. innenliegenden Kern als Bilayer oder Multilayer 
fertig bearbeiten; 

2. Aktivierung des Dielektrikums zwischen den Lei- 
terbahnen; 

3. chemische Kupferschicht abscheiden; 

4. Vakuumlaminieren eines Fotoresists, Fotodruck 
und Abentwickeln der Kontaktfiachen ftir Hugel- 
Galvanik; 

5. galvanisches Abscheiden von Kupfer zu HQgel- 
strukturen; 

6. Strippen des Fotoresists; 

7. Differenzatzung der chemischen Kupferschicht; 

8. Multilayerpressen mit Dielektrikum- und DQnn- 
kupferfolie 5 pm bzw. 10 \Lm\ 

9. Bursten und Polieren zum Freimachen der Hii- 
gel; 

10. Laminieren eines Fotoresists, Fotodruck und 
Abentwickeln des Leiterbildes far die AuBenlagen; 

11. galvanische Verstarkung der HQgelkontakte 
und des Leiterbildes; 

12. Strippen des Fotoresists; 

13. Atzen der Kanale zwischen den Leiterbahnen 
und 

K.Oberflachenfinish zum SMD-Ldten, Kleben und 
Bonden. 

Grundsatzlich geht das Verfahren also von einem gal- 
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vanischen Abformen von HUgeln aus. Als Hilfsschicht 
wird eine Plating-Base verwendet, die beispielsweise 
aus einer mdglichst dQnnen Kupf erschicht besteht, die in 
einem Differenzatzschritt wieder entfernbar ist 

Hierfiir wurden abge&tzte Multilayerlaminate in Dik- 5 
ken zwischen 0,8 bis 1,2 mm mit Prepregs und speziellen 
DUnnkupferfolien laminiert. Diese Folien sind auf Kup- 
fer oder Aluminiumtragerfolien aufgebracht und bis zu 
minimalen Schichtdicken von 5 jim erhaltlich. Nach dem 
Laminieren wird die Tragerfolie entfernt Nach mehr- 10 
maligem BQrsten steht das fQr das Verfahren verwende- 
te Basismaterial mit ca. 3 \im Kupferschicht zur VerfO- 
gung. 

Im AnschluB an die bereits beschriebenen Fotopro- 
zesse zur HQgel- und Leiterbilderzeugung werden 15 
DurchbrQche fQr die TAB-Schaltungen gefrast Die Ma- 
terialstarke der Multilayerkerne wird durch die Konfek- 
tionierung der TAB-Bauteile vorgegeben. Die Kontakt- 
hQgel sowie das Leiterbild liegen beim Frasen noch ge- 
schQtzt unter der letzten Fotomaske, welche erst am 20 
SchluB gestrippt wird. Im AnschluB daran erfolgt das 
Differenzatzen der Plating-Base. 

Das Laminieren zum Chip-In-Board-Multilayer er- 
folgt unter Vakuum unter Nutzung von Klebefolien. Die 
Starken der Klebefolien sind auf die H6hen der Leiter- 25 
bilder und KontakthQgel abgestimmt Die Temperatur- 
und Druckeinsteilung beim Laminieren erfolgt zweistu- 
fig, um das FlieBverhalten der verwendeten Prepregs zu 
verbessern. 

ZweckmaBigerweise wird eine niedrige Starttempe- 30 
ratur kurz unterhalb der Geliertemperatur eingestellt, 
um eine gleichmaBige Warmeverteilung bis an die Kle- 
bestelle zu sichern und um ein langsames Durchfahren 
des Gelierpunktes zu erreichen. 

Das Vorpressen nach einer kurzen Evakuierzeit unter 35 
Vakuum verbessert die Dimensionsstabilitat und die 
Ausbildung einer mdglichst groBen Kontaktflache der 
Hugelkontakte zur gegenuberliegenden Metallschicht 

Die FlieBgrenze der Klebefolien wird im AnschluB 
daran langsam durchfahren, indem die Temperatur bis 40 
Qber den Gelierpunkt gesteigert wird. 

In Abhangigkeit von den FlieBeigenschaften der je- 
weils verwendeten Klebefolien wird der PreBdruck ver- 
starkt und bis in die Abkuhlphase hinein konstant gehal- 
ten. 45 

Fiir eine optimale Relaxation der laminierten Schal- 
tung wurde in einem AusfQhrungsbeispiel eine Abkuhl- 
rate von weniger als 1° je Minute eingestellt 

Um Harzeinschlusse, die fur Kontakte mit erhShtem 
Widerstand oder fiir Kontaktunterbrechungen verant- 50 
wortlich sind, zu vermeiden, wurden die Prepregs im 
Bereich der Kontaktpads freigestellt Hierdurch ist si- 
chergestelit, daB vor dem AusflieBen der Prepregs die 
Verbindungen zur gegenuberliegenden Ebene bereits 
geschlossen sind und im LaminierprozeB nur noch in 55 
Epoxidharz eingebettet werden. 

Die erhaltene Kontaktzuverlassigkeit ist hoch. So 
wurden beim Biegen der Platinen Qber eine Kante mit 
einem Radius von ca. 300 mm keinerlei Veranderungen 
der Obergangswiderstande nachgewiesen. Die inneren 60 
Verbindungen sind also gegen thermomechanische Be- 
lastungen weitgehend unempfindlich. 

Mit der erfindungsgemaBen Anordnung konnen in- 
nenliegende Verbindungen ausgehend von einem innen- 
liegenden durchkontaktierten Bilayer zu auBeren Leit- 65 
schichten oder Signalebenen realisiert werden, wobei es 
nicht mehr erforderlich ist, mittels Bohren oder dgL 
SacklScher einzubringen. Damit wird die Gefahr der 



Beschadigung des Bilayers bzw. des innenliegenden 
Kerns beim Ausbilden ansonsten erforderlicher Sack- 
lochbohrungen vollstandig beseitigt 

Die KontakthQgel bzw. Bumps besitzen beispielswei- 
se einen Durchmesser von im wesentlichen 0,2 mm und 
eine Hdhe von £30 jim. Mit der vorgeschlagenen Ver- 
bindungsanordnung wurden vierlagige Multilayer mit 
ca. 1000 KontaktQbergangsstellen zwischen dem Kern 
und den auBeren Leitschichten gef ertigt 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren ergibt sich 
eine alternative Verbindungsform Qber die erwahnten 
HQgelkontakte, die besonders dann vorteilhaft ist, wenn 
eine Vielzahl von Verbindungen durch zwei Ebenen ge- 
schleif t und verzweigt werden muB, wie es beispielswei- 
se bei der Bus- und AdreBverdrahtung in transportablen 
Mikrocomputern der Fall ist 

Alles in allem kann mit der neuartigen Verbindungs- 
anordnung von Multilayerschaltungen in effektiver 
Weise unter Nutzung ohnehin erforderlicher Laminier- 
schritte eine elektrische Kontaktierung von einem zwei- 
seitig mit Leitbahnen oder Leitschichten versehenen 
und Durchkontaktierung aufweisenden Kern bin zu dar- 
Qber befindlichen bzw. auBeren Leitschichten erfolgen, 
ohne daB ein aufwendiges und qualitatseinschrankendes 
Sacklochbohren und nachtragliches Galvanisieren not- 
wendig wird. 

Bezugszeichenliste 

1 Innenliegende Kernschaltung 

2 Durchkontaktierungen burried hole 

3 KontakthQgel 

4 Auf schmelzende Isolierschicht 

5 AuBere Leitschicht 

6 Verbindungsschicht 

Patentanspruche 

1. Verbindungsanordnung fQr Multilayer-Schaltun- 
gen, wobei auf einem innenliegenden Kern an not- 
wendigen elektrischen Verbindungsstellen durch 
galvanisches Aufwachsen oder durch Differenzat- 
zung aus einer starkeren Metallfolie hervorstehen- 
de halbkugel-, pyramiden-, pyramidenstumpffdrmi- 
ge oder dergleichen HQgel ausgebildet sind, da- 
durch gekennzeichnet daB zur Kontaktierung des 
innenliegenden Bilayer- oder Multilayerkerns (1) 
hin zu auBeren Leitschichten (5) der Multilayer- 
schaltung mittels Laminieren mindestens eine Iso- 
lierschicht (4) und eine Leitschicht (5) vorgesehen 
ist, wobei die Hugel (3) die Isolierschicht (4) durch- 
stoBen und eine elektrische Verbindung mit der 
Qber der Isolierschicht (4) befindlichen Leitschicht 
(5) eingehen. 

2. Verbindungsanordnung fQr Multilayer-Schaltun- 
gen, wobei auf einem innenliegenden Kern an not- 
wendigen elektrischen Verbindungsstellen durch 
galvanisches Aufwachsen oder durch Differenzat- 
zung aus einer starkeren Metallfolie hervorstehen- 
de halbkugel-, pyramiden-, pyramidenstumpffdrmi- 
ge oder dergleichen HQgel ausgebildet sind, da- 
durch gekennzeichnet, daB zur Kontaktierung des 
innenliegenden Bilayer- oder Multilayerkerns (1) 
hin zu auBeren Leitschichten (5) der Multilayer- 
Schaltung mittels Laminieren mindestens eine Iso- 
lierschicht (4) und eine Leitschicht (5) vorgesehen 
ist, wobei die Stellen der auBenliegenden Leit- 
schicht (5) im Bereich der HQgel (3) freigeatzt und 
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zur elektrischen Kontaktierung mit der Leitschicht 
(5) eine Verbindungsschicht (6) im Bereich zwi- 
schen Hiigel (3) und Leitschicht (5) vorgesehen ist. 

3. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Multilayer-Schal- 5 
tung mindestens vierlagig ausgebildet ist 

4. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die HQgel (3) eine 
Durchmesser von im wesentlichen :20,2 mm und 
eine H6he von im wesentlichen £ 30 ^m aufweisen. 10 

5. Verfahren zur Herstellung einer Verbindungsan- 
ordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Kontaktierung eines innenliegenden 
Bilayer- oder Multilayerkerns (1) hin zu auBeren 
Leitschichten (5) mindestens eine aufschmelzende 15 
Isolierschicht (4) sowie die mindestens eine Leit- 
schicht (5) mittels Vakuumlaminieren aufgebracht 
werden, wobei die Hugel (3) die Isolierschicht (4) 
wahrend des Aufschmelzvorganges durchdringen 
und eine Verbindung mit der Qber der Isolierschicht 20 
(4) befindlichen Leitschicht (5) eingeheiL 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Verbindungsschicht (6) im Be- 
reich zwischen Hugel (3) und Leitschicht (5) aufge- 
bracht wird 25 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verbindungsschicht (6) chemisch 
abgeschieden wird, 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verbindungsschicht (6) gal- 30 
vanisch vorverstarkt wird. 
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